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第4回Rc J信頼性シンポジウムが11月15日開催の「電子デバイスの信頼性シンポジウムJと

16、17両日の「EOS/ES DシンポジウムJを軸として関連セミナや展示会も一層充実させて、

11月14日（月〉から 4日間、 『東京都城東地域中小企業振興センター』と『テクノプラザかつし

か』の二会場で開催される運びとなりました。

本Rc Jシンポジウムは、平成3年度から始められたもので、急進展する電子デ、バイスの機能

の大規模化及び超徴細化の中で、さらに高信頼性の要求を実現することをねらい、電子部品・電

子機器の信頼性評価技術に関する iE C規格の普及と併せて、日本から積極的に IE C新規格を

提案するための基礎資料の蓄積を図ることを目的に企業、大学、研究所の技術者の方々の参加の

下に、自由に十分討議できる場を提供すべく企画されたものであります。幸い多くの方々のご協

力を得て、回を重ねるごとに熱気に溢れ、第 3回も連日200余名の参加を得て好評で、お陰様

で順調に発展して参りました。

第4回でも第 3日日の16日、城東振興センタ一大会議室において招待講演と、前回参加者から

推薦していただいた優秀論文の表彰式が行われます。本年より米国EOS/ES Dシンポジウム

からの要望により Rc JのEOS/ES Dシンポジウムの優秀論文が招待論文の候補として推薦

されることに決定致しました。

さて、招待講演は、電子総合技術研究所遠藤基礎計測部長による「電気計測器のトレーサビリ

ティ JとIE C/T C89酒井国内委員による「 IE C/T C89 （固体絶縁材料の耐火性試験〉の

活動Jと題して貴重なお話を伺うことになっております。

シンポジウムの論文発表では、電子デノ〈イスの信頼性シンポジウムにおいて配線問題からマイ

グレーション、ラッチアップ耐性等興味ある10論文が発表され、 EOS/ES D信頼性シンポジ

ウムでは 2日間充実した12論文が発表されます。 Es Dの分野では、用語や定義といった基本的

な事項でもなお標準化が遅れており、それだけに iE Cで長期的な展望に基づく標準化の努力が

必要であります。 17日午後には最後を飾るハイライトとして招待講演とパネルデ、イスカッション

が設定され、規格作成の主導的役割を演じている米国EOS/ES D協会の関係者が昨年同様参

加して下さるよう努力中であります。

前回からシンポジウムと並行して若い技術者を対象に電子デバイス等の信頼性評価技術に関す

るセミナーを企画、本年は2会場に増加させて基礎的技術講座を設定しました。 14日午後に lM 

ビットフラッシュメモリの信頼性試験、 15日にテゃパイスの静電気耐性試験の規格化とイオナイザ

の規格動向に関するセミナーであります。また、 14日から17日まで平成5年度に新規・見直しさ

れた環境試験方法JI S規格の内容紹介が行われます。

さらに、ご好評いただいています「関連資材、試験装置の展示会Jを今年は出展社のご協力に

よりさらに広い 1階展示場で一層充実した企画で進められ、ワークショップで技術資料の紹介も

行われ期待されるところであります。

以上の次第で是非、若い技術者の多くの参加を得て、さらに稔り豊かな活動に盛り上げていき

たいものであります。

最後に企画や会場をはじめ種々ご尽力いただいた運営委員会、実行委員会、関連TC圏内委員

並びにご講演者、発表者及び出展会社各位、さらに協賛諸国体の方々に心からお礼申し上げます。

RC J信頼性シンポジウム運営委員会

委員長 後川昭雄
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